As tecnologias de fabricacdo de dispositivos tetoses de efeito de campo metal-
oxido-semicondutor (MOSFET), baseadas em silicip, €tdo chegando ao seu limite de
aplicacdo, devido a necessidade constante de omimatdo na industria microeletrénica.
Assim, semicondutores que poderdo substituir @&objeto de pesquisa atualmente, visando
uma nova geracao de dispositivos avancados. Em dis$o, 0 presente trabalho consiste no
estudo da formacao de filmes de 6xido de germ&aal)) sobre germénio (Ge), uma das
interfaces oOxido/semicondutor mais promissoras patsstituir a interface silicio/oxido de
silicio nas aplicacdes em dispositivos MOSFET. Maigecificamente, estudamos o efeito de
reoxidacoes destas interfaces, que alteram suagrigotades elétricas por meio da
incorporacdo de O ao Oxido inicial. Para este fforam utilizadas amostras de Ge,
submetidas a um processo de limpeza quimica, ré@@esgara remover 0S possiveis
contaminantes de suas superficies. Neste procettimeramostras foram imersas ea®fle
em seguida em uma solucéao de 1:4 de HCL@, hantendo-as 30 segundos submersas em
cada reagente, repetindo este processo trés v@zediimes de Ge® foram crescidos
termicamente com oxigénio enriquecido isotopicamert is6topc'®0O, em um reator de
atmosfera estatica que atinge a temperatura dantesito por efeito joule. Inseridas as
amostras no reator, este foi bombeado até a pregsatio vacuo de 2 x fanbar e, apds
isso, pressurizado com 200 mbar '88,. As amostras permaneceram por duas horas no
forno, em temperatura de 400°C. Como resultadcedeatamento, um filme de 5 nm de
G€e'®0, foi crescido sobre os substratos de Ge. Com astemsode Ge/Geda formadas,
passamos para os tratamentos de reoxidacdo. Estw frealizados em um reator de
atmosfera estética semelhante ao do primeiro teattoncom a diferenca de que este reator
alcanca altas temperaturas por irradiacdo térmealathpadas halogénicas. Diferentes
condicdes de temperatura e tempo de duracéo festadas em atmosfera 6, usando-se
a mesma pressao do tratamento anterior, visanaolg@squais otimizam a incorporacao do
oxigénio. As temperaturas e tempos utilizados for4@®°C, 500°C e 600°C, com 1,2 e 5
minutos de duracdo. Apoés tratadas, as amostram faralisadas pela técnica de reacao
nuclear ndo ressonante, com o objetivo de se diet@ra quantidade d€O incorporado em
cada amostra em funcéo do tempo e temperaturatdentnto.



